Politechnika Lubelska

u E Wydziat Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Urzadzen Elektrycznych i TWN

— Tw 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A

, www.kueitwn.pollub.pl

LABORATORIUM INZYNIERII MATERIALOWE)]

Protokot do ¢wiczenia nr 11

Badanie podstawowych wtasciwosci warikapow

Grupa dziekanska:........cccceeeeeeeeeennn, Data wykonania ¢wiczenia: .........cccecuvunnnnnnnns

Grupa laboratoryjna: ........ccceveeeennnn. Godzina wykonania ¢wiczenia: ............oee.....

Sktad zespotu wykonujgcego éwiczenie:

Lublin 2015



Cw. 11. Badanie podstawowych wiasciwoéci warikapow

1. POMIARY LABORATORYJNE

1.1.  Pomiary pojemnosci warikapow w zaleznos$ci od przylozonego napiecia
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Rys. 1. Schemat stanowiska do przeprowadzania pomiaro6w charakterystyk napieciowo - pojemnosciowych warikapow

Oznaczenia do rysunku 1:

1 - mostek cyfrowy E7-12,

2 - przystawka do pomiaru czteroprzewodowego,

3 - regulator napigcia stalego,

4 - przelacznik warto$ci mierzonej,

5 - przelacznik zakresow,

6 - uchwyt z badanym warikapem.

Po wiaczeniu miernika E7-12 1 ustawieniu przetacznika 4 w pozycji na pomiar pojemnosci,
oraz po ustawieniu przelacznika 5 w tryp AUTO przystepujemy do pomiaru pojemnosci diod.

Pomiary nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej z diod. Diody polaryzujemy w kierunku zaporowym tak,
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jak przedstawia to rysunek 2b.
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Rys. 2. Polaryzacja diody: a) w kierunku przewodzenia, b) w kierunku zaporowym
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Pomiary wykonujemy zmieniajgc nastawy napiecia co 0,2 V w zakresie (0 +3) V oraz co 1V
w zakresie (3 +30) V. Dla kazdej diody wykonujemy jedna seri¢ pomiarow. Wyniki notujemy
W ponizszych tabelach.

Tabela 1. Wyniki pomiaréw pojemnosci w zaleznosci od przylozonego napigcia

Typdiody: | oo | i | e | e |
Lp.| UV Co, uF Co, uF Co, uF Co, uF Co, uF
1. 0,0
2. 0,2
3. 0,4
4. 0,6
5. 0,8
6. 1,0
7. 1,2
8. 1,4
Q. 1,6
10. 1,8
11. 2,0
12, 2,2
13. 2,4
14, 2,6
15. 2,8
16. 3,0
17. 4,0
18. 5,0
19. 6,0
20. 7,0
21. 8,0
22. 9,0
23. | 10,0
24. | 11,0
25. | 12,0
26. | 13,0
27. | 14,0
28. | 15,0
29. | 16,0
30. | 17,0
31. | 18,0
32. | 19,0
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33. | 20,0
34. | 21,0
35. | 22,0
36. | 23,0
37. | 24,0
38. | 250
39. | 26,0
40. | 27,0
41. | 28,0
42. | 29,0
43. | 30,0

Po przeprowadzeniu pomiaré6w nalezy wykona¢ obliczenia wspolczynnikow przestrajania
oraz czulo$ci przebadanych diod. Warto$§¢ wspotczynnika przestrajania diody pojemnosciowej

okresla wzor:
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Warto$¢ czutosci diody pojemnosciowej okresla wzor:
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2. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA

W sprawozdaniu nalezy umiesci¢:

schemat uktadu pomiarowego,

e tabele z wynikami pomiaréw pojemnosci,

e wykres zaleznosci Cp = f (U) dla kazdej diody,

e obliczenia czuto$ci oraz wspotczynnikow przestrajania diod,

e uwagi i wnioski dotyczace otrzymanych wynikow.

3. PYTANIA KONTROLNE

e Rodzaje diod i ich zastosowanie.
e Budowa i zasada dziatania warikapow.
o  Wyjasni¢ pojecie wspolczynnika przestrajania.

e Zastosowanie diod pojemnosciowych.
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